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Tecnologia en México”, R. Murphy, Resumenes del XVI Congreso
Nacional de Posgrado, octubre 2002, p. 48-49.

‘La Entrevista como Auxiliar en el Proceso de Admisién a la
Maestria”, S. Zueck, A. Sarmiento, R. Murphy, Resumenes del
XIX Congreso Nacional de Posgrado, septiembre 2005, p. 66.

“La Entrevista como Herramienta de Evaluacion Cualitativa en el
Proceso de Seleccidon a la Maestria en Electronica del INAOE”, S.
Zueck, A. Sarmiento, R. Murphy, Resumenes del XIX Congreso
Nacional de Posgrado, septiembre 2005, p. 106.

“Electrical behaviour of Ti electrodes on MIM structures using a-
C:H film as insulator’, C. Zuhiga, A. Kosarev, A. Torres, P.
Rosales, W. Calleja, F. De la Hidalga, R. Murphy, Workshop on
Frontiers in Electronics, Cozumel, México, diciembre 2007.

“‘Analytical characterization and modeling of shielded test
structures for RFCMOS”, E. Torres, R. Torres, R. Murphy, E.
Gutiérrez, Workshop on Frontiers in Electronics, Cozumel, México,
diciembre 2007.

‘Integrated Antennas”, R. Murphy, International Engineering
Seminar, Colombia, septiembre 17-20, 2013.

‘Relevance of Engineering Education for Latin American

Development®’, R. Murphy, International Engineering Seminar,
Colombia, septiembre 17-20, 2013.
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REPORTES TECNICOS

1990

1991

1993

1994

1996

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

“‘Micro-INAOE: Programa de Demostracion del Disefo,
Fabricacion y Caracterizacion de Circuitos Integrados CMOS en el
INAOE”, S. Fuentes, J. Palomino, R. Murphy, M. Linares, M.
Landa, C. Zuniga, W. Calleja, M. Aceves, |. Fuentes. Reporte
Técnico # 87, INAOE, Tonantzintla, Puebla, 1990.

“Caracterizacion y Control del Proceso de Fabricacion de Circuitos
Integrados ECMOS 1", M. Linares, R. Murphy, M. Aceves, W.
Calleja. Reporte Técnico # 88, INAOE, Tonantzintla, Puebla, 1991.

“Fortalecimiento del Postgrado en Microelectrénica en el INAOE”,
R. Murphy, M. Linares, T. Ledn, T. Flores, Reporte Técnico Final,
Proyecto COSNET 183.89, 1993.

“‘Apuntes de Teoria Electromagnética”, R. Murphy, Reporte
Técnico # 175, INAOE, Tonantzintla, Puebla, 1994.

“Celdas Digitales Estandar CMOS”, M. Linares, R. Murphy, W.

Calleja, Reporte Técnico # 204, INAOE, Tonantzintla, Puebla,
1996.
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1992

1998

1999

2000
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

“Laboratorio de Microelectronica del Instituto Nacional de
Astrofisica, Optica y Electrénica”, R. Murphy, Revista “Kinesis” de
la Universidad Veracruzana, diciembre 1989, pp. 29-31, 1989.

“‘Métodos Estadisticos Para Mejorar la Calidad de Procesos
Industriales”, M. Aceves, R. Murphy, L.A. Hernandez, Seccion
Reporte Técnico de la Revista Contacto (en tres partes), Vol. 3,
No. 26, junio 1992; Vol. 3, No. 27, julio 1992; Vol. 3, No. 28,
agosto 1992.

‘Determinacion de Valores de Parametros de Modelos
Matematicos por Optimizacion”, R. Murphy, Revista Imaquinacion,
Coordinacién de Electronica, INAOE, Vol. 1, No. 1, abril 1998, pp.
12-16.

“El Vertiginoso Desarrollo hacia la Microelectrénica”, R. Murphy,
Periodico Sintesis, Seccion Universitarios, martes 19 de mayo de
1998, pp. 6-7.

“iDesarrollemos la microelectrénica en México!”, R. Murphy,
Boletin de la Sociedad Mexicana de Fisica, Vol. 13, No. 3, julio-
septiembre 1999, pp. 123-124. También publicado en Electronica
Universitaria, revista de la Universidad de las Américas, Aho 2,
No. 5, noviembre 1999, pp. 10-11.

‘Hagamos microelectronica en México”, R. Murphy, Revista
Perfiles de la UDLA, Afio XIV, No. 17, diciembre 1999, pp. 14.

“La Fabricacion de Circuitos Integrados en México: Propuesta
para Crear Centro Nacional de Microelectronica”, R. Murphy,
Periddico Sintesis, Seccion Universitarios, lunes 11 de diciembre
de 2000, pp. 2.

“Caracterizacion del Transistor MOS en Altas Frecuencias”, R.
Murphy, Memoria del Primer Encuentro de Investigacion, INAOE,
noviembre 2000, pp. 117-120.

‘Fabricacion de Transistores de Heterounién en Silicio”, P.
Rosales, A. Torres, R. Murphy, Memoria del Primer Encuentro de
Investigacion, INAOE, noviembre 2000, pp. 167-170.

“Importancia de apoyar la nanoelectrénica”, R. Murphy, Peridédico

La Jornada, Seccion Lunes en la Ciencia, lunes 22 de enero de
2001, pp. lI-1.
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2003

2004
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9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

“Caracterizacion del Transistor MOS en Altas Frecuencias”, R.
Murphy, Memoria del Segundo Encuentro de Investigacion,
INAOE, noviembre 2001, pp. 157-160.

“Fabricacion 'y Caracterizacion de Inductores Coplanares
Integrados”, J. Huerta, A. Diaz, A. Torres, R. Murphy, W. Calleja,
M. Landa, Memoria del Segundo Encuentro de Investigacion,
INAOE, noviembre 2001, pp. 189-192.

‘Problemas que Enfrentan los Postgrados en Ingenieria vy
Tecnologia en México”, R. Murphy, Memorias de la 3ra
Convencion Internacional de Educacion Superior, febrero 2002,
pp. 136-147.

“Difusion de Boro en Sip 848Gep.15C0.002 Usando Recocidos

Térmicos Rapidos a Altas Temperaturas”, P. Rosales, A. Torres,
R. Murphy, C. Zuhiga, Memoria del Tercer Encuentro de
Investigacion, INAOE, noviembre 2002, pp. 267-270.

“‘Modelado de la Capacitancia Parasita de Compuerta de un
TMOS LDD”, L. Ortega, R. Murphy, Memoria del Tercer
Encuentro de Investigacion, INAOE, noviembre 2002, pp. 303-
306.

“‘Modelado del Transistor MOS para Aplicaciones de RF Utilizando
BSIM3v3”, R. Torres, R. Murphy, Memoria del Tercer Encuentro
de Investigacion, INAOE, noviembre 2002, pp. 307-310.

“On the State of Electronic Engineering Education in Mexico”, R.
Murphy, Memoria del Ibero American Summit on Engineering
Education, Sdo José dos Campos, Brasil, Marzo 2003, pp. 1-4.

“Efecto de la Corriente de Fuga a Altas Frecuencias en
Transistores MOS con Oxido de Compuerta Ultra-Delgado”, R.
Torres, R. Murphy, Memoria del Cuarto Encuentro de
Investigacion, INAOE, noviembre 2003, pp. 141-144.

‘n-Type a-SiGe:H/p-Type Crystalline-Silicon Heterojunctions”, P.
Rosales, A. Torres, R. Murphy, M. Landa, C. Zufhiga, Memoria del
Cuarto Encuentro de Investigacion, INAOE, noviembre 2003, pp.
153-156.

‘Low Temperature Annealing on n-type a-SiGe:H/p-type c-Silicon
Heterojunctions”, P. Rosales, A. Torres, R. Murphy, F.J. De la
Hidalga, Memoria del Quinto Encuentro de Investigacién, INAOE,
noviembre 2004, pp. 169-172.



2010

2013

2014

2015

2018

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

“‘Nivel Académico y Demanda de Posgrados”, R. Murphy,
Periodico El Financiero, miércoles 26 de mayo de 2010, pp. 8-9.

‘MTT World: Microwave Engineering in Mexico”, R. Murphy, R.
Torres, Microwave Magazine, Vol. 11, No. 6, octubre 2010, pp.
152-148.

“Mexico: More than Tortilla Chips”, R. Murphy, 50" Design
Automation Conference (DAC 2013), Austin, Texas, EUA, junio
2013.

‘R&D in Latin America”, R. Murphy, R. Torres, J.E. Rayas, A.
Reynoso, M. Maya, A. Henze, A. Zozaya, P. Del Pino, J. Peina, G.
Rafael, IEEE Microwave Magazine, Vol. 15, No. 3, IMS Special
Issue, mayo 2014, pp. 97-103.

‘A Bird’s-eye View of Microwave R&D in Latin America”, R.
Murphy, Proceedings of the I|EEE International Microwave
Symposium (IMS 2015), Phoenix, Arizona, EUA, mayo 2015, pp.
1-3.

“High Frequency Device Characterisation Laboratory at the
“Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica (INAOE)”,
Tonantzintla, Puebla, México”, R. Murphy, R. Torres, Proceedings
of the 48" European Microwave Conference, Madrid, Espafia,
septiembre 2018, pp. 592-595.
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1997

1998

2001

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

“P-N Junction and MOSFET Capacitance”, St. John’s University,
1982.

“Bases para el Disefio y Fabricacion de Circuitos Analdgicos
Integrados CMOS”, Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y
Electronica, 1988.

“Prospects for the MOS Transistor as a High Frequency Device”,
Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica, 1997.

“Teoria Electromagnética para Estudiantes de Electronica y
Fisica”, Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica,
Registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA) #
03-1998-120912191600-01.1997.

“Teoria Electromagnética”, Editorial Trillas, ISBN 968-24-6277-0,
junio 2001.

Capitulo “The FTO/SRO/Si Structure as a Radiation Sensor”, M.
Aceves, A. Malik, R. Murphy, en libro “Sensors & Chemometrics
2001”, Research Signpost, India, ISBN 81-7736-067-1, noviembre
2001, pp. 1-25.
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PRESENTACIONES EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS

1983

1989

1990

1991

11.001

11.002

11.003

11.004

11.005

11.006

11.007

11.008

11.009

11.010

11.011

“Chips y Medicina Nuclear”, XVII Reunion Anual de la Sociedad
Mexicana de Medicina Nuclear, Cuernavaca, Morelos, abril 1983.
(Presentacion en sesion plenaria, 10 minutos)

“Caracterizacion del Proceso de Fabricacion de Circuitos
Integrados del INAOE”, V Seminario de Fisica Electronica, México
D.F., agosto 1989.

(Presentacion en sesion plenaria, 20 minutos)

“Un Proceso CMOS de Nueve Niveles”, Congreso de Electronica y
Comunicaciones UDLA-P-90. Universidad de las Américas,
Puebla, febrero 1990.

(Presentacion en sesion simultanea, 50 minutos)

“‘Disefio y Fabricacion de Circuitos Integrados CMOS”, XXXIII
Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre 1990.
(Presentacion en sesion simultanea, 10 minutos)

“‘Disefio y Fabricacion de un Sensor Magnético de Efecto Hall”,
XXXIII Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre
1990.

(Explicacién oral de sesion mural)

“‘Desarrollo de un Proceso de Fabricacion NMOS”, XXXIlI
Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre 1990.
(Explicacién oral de sesion mural)

“Celdas Basicas Digitales”, XXXIII Congreso Nacional de Fisica,
Ensenada, B. C. N., octubre 1990.
(Explicacién oral de sesion mural)

“Caracterizacion Eléctrica de Circuitos Integrados CMOS”, XXXIII
Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre 1990.
(Explicacién oral de sesion mural)

“Implantacion de lones en Circuitos MOS Complementarios”,
XXXIII Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre
1990.

(Explicacién oral de sesion mural)

“Peliculas CVD para Procesos MOS”, XXXIIl Congreso Nacional
de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre 1990.
(Explicacién oral de sesion mural)

“Modelado de Circuitos Integrados CMOS en HSPICE”, Congreso

de Electronica y Comunicaciones, UDLA-P-91, febrero 1991.
(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)



1992

1993

1996

1997

11.012

11.013

11.014

11.015

11.016

11.017

11.018

11.019

11.020

11.021

11.022

“Characterization and Modeling of Integrated Circuits”, Seminario
de Microelectrénica México-Japon, INAOE, abril 5, 1991.
(Presentacion en sesion plenaria, 20 minutos)

“Caracterizacion de Circuitos Integrados”, Universidad Autonoma
de Puebla, mayo 2, 1991. (Conferencia invitada).
(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)

“‘Modelado de Dispositivos CMOS”, IV Semana de Ingenieria
Electrénica, ITESO, 27 de agosto de 1991.
(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)

“‘Un Dispositivo para Ayuda en Deficiencias Auditivas”, XXXIV
Congreso Nacional de Fisica, México, D. F., octubre 21, 1991.
(Presentacion en sesion simultanea, 10 minutos)

“‘Estudio Comparativo de los Métodos AVBE y Punzonado para

Medir la Adherencia de Transistores de Potencia’, XXXIV
Congreso Nacional de Fisica, México, D. F., octubre 22, 1991.
(Explicacién oral de sesion mural)

“‘Deposito LPCVD de Silicio Policristalino: Una Revision”, XXXV
Congreso Nacional de Fisica, Puebla, Pue., octubre 26, 1992.
(Presentacion en sesion simultanea, 10 minutos)

‘Modelado de la Curva de Vaciamiento Gastrico”, XXXVI
Congreso Nacional de Fisica, Acapulco, Gro., octubre 22, 1993.
(Presentacion en sesion simultanea, 10 minutos)

“Sobre la Caracterizacion en Alta Frecuencia de Transistores
MOS”, VI Congreso Internacional de Electronica, Comunicaciones
y Computadoras (CONIELECOMP 96), febrero 29, 1996.
(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“‘Programa de Computacion BIEXP para Radiofarmaco-cinética”,
Taller Avanzado de Capacitacion en Radiofarmacocinética,
México, D. F., marzo 1, 1996.

(Explicacién oral de sesion mural)

“Sobre el Modelado de Dispositivos Semiconductores”, Coloquio
de Ingenieria Electronica, Instituto Tecnologico de Puebla,
septiembre 12, 1996.

(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)

“‘Modelado de Circuitos Integrados CMOS”, VII Congreso de
Electrénica, Eléctrica y Sistemas Computacionales, Tuxtla
Gutiérrez, Chis., octubre 23, 1997.

(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)
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1998

1999

11.023

11.024

11.025

11.026

11.027

11.028

11.029

11.030

11.031

“Characterization of the Submicron MOS Transistor for High-
Frequency Applications”, VIII Congreso Internacional de
Electrénica, Comunicaciones y Computadoras (CONIELECOMP
98), febrero 25, 1998.

(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“‘Modelado de Circuitos Integrados CMOS”, Primera Conferencia
de Actualizaciéon en Ingenieria Electronica, Comunicaciones y
Computacién, CAIECC’98, Poza Rica, Veracruz, México, marzo
25, 1998.

(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

‘Impedancia del Polisilicio Usado como Linea de
Interconexion en Circuitos Integrados”, VI Encuentro Regional de
Investigacion y Ensefianza de la Fisica, junio 26, 1998.
(Explicacién oral de sesion mural)

“A Straightforward De-Embedding Technique for High-Frequency
Measurements of MOS Transistors”, Segundo Congreso
Internacional de Investigacion en Ingenieria Eléctrica y Electronica
1998, septiembre 14, 1998.

(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“‘La Necesidad del Desarrollo de la Microelectrénica en México”,
Instituto Tecnoldgico de Puebla, octubre 9, 1998.
(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)

“Impedancia de Lineas de Polisilicio”, IX Congreso Internacional
de Electrdnica, Comunicaciones y Computadoras
(CONIELECOMP 99), marzo 2 1999.

(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“Temperature Dependence of a Split—Drain MAGFET”, IX
Congreso Internacional de Electronica, Comunicaciones y
Computadoras (CONIELECOMP 99), marzo 2 1999.
(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“‘Analisis de Lineas de Interconexion de Polisilicio para Circuitos
Integrados CMOS”, Primer Congreso Internacional en Electronica,
Comunicaciones y Computacion (CIECC’99), marzo 24 1999.
(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“‘Algunas Consideraciones Sobre el Disefio y Fabricacion de
Circuitos Integrados CMOS para Comunicaciones Inalambricas”,
Seminario Institucional del INAOE, julio 22 1999.

(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)
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2000

2001

2002

11.032

11.033

11.034

11.035

11.036

11.037

11.038

11.039

11.040

“Algunas Consideraciones Sobre el Disefio y Fabricacion de CI
CMOS para Aplicaciones Inalambricas”, Seminario de la Maestria
en Dispositivos Semiconductores, Centro de Investigaciones en
Dispositivos Semiconductores, BUAP, julio 23 1999.

(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)

“Circuitos Integrados CMOS para Comunicaciones Inalambricas:
Lineamientos de Disefo, Fabricacion y Simulacion”, X Congreso
Internacional de Electronica, Comunicaciones y Computadoras
(CONIELECOMP 2000), febrero 29, 2000.

(Conferencia magistral invitada, 60 minutos)

“Simulacion de Circuitos Integrados CMOS para Aplicaciones en
Altas Frecuencias Usando SPICE”, X Congreso Internacional de
Electrénica, Comunicaciones y Computadoras (CONIELECOMP
2000), marzo 1°, 2000.

(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“Fabricacion de Circuitos Integrados en México”, SIEEEM2000,
octubre 13, 2000.
(Conferencia plenaria invitada, 80 minutos)

“Caracterizacion del TMOS en Altas Frecuencias’, Primer
Encuentro de Investigacion, INAOE 2000, noviembre 16, 2000.
(Conferencia plenaria, 15 minutos)

‘A Perspective of Research & Development in México”,
Annual Ibero American Research and Development Summit
(AIRDS 2001), Albuquerque, Nuevo México, EUA, mayo 8 2001.
(Conferencia simultanea invitada, 20 minutos)

“Caracterizacion del Transistor MOS en Altas Frecuencias”,
Segundo Encuentro de Investigacion, INAOE 2001, noviembre 15,
2001.

(Explicacién oral de sesion mural)

“Microelectronica en México”, Primer Congreso Internacional de
Sistemas y Comunicaciones, Universidad Cristobal Coldn,
Veracruz, Veracruz, México, noviembre 17, 2001.

(Conferencia plenaria invitada, 105 minutos)

“‘Problemas que Enfrentan los Postgrados en Ingenieria y
Tecnologia en México”, 3ra Convencion Internacional de
Educacion Superior, La Habana, Cuba, febrero 5 2002.
(Conferencia plenaria, 45 minutos)
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11.041

11.042

11.043

11.044

11.045

11.046

11.047

11.048

11.049

“La Fisica y las Matematicas en el Analisis y Disefio del Transistor
MOS”, Sexto Ciclo de Conferencias de Fisica y Matematicas,
Universidad de las Américas, Cholula, Puebla, México, febrero 13
2002.

(Conferencia plenaria invitada, 60 minutos)

“Microelectronica”, XL Semana de Ciencias, Universidad
Autéonoma de San Luis Potosi, San Luis Potosi, San Luis Potosi,
México, marzo 21 2002.

(Conferencia plenaria invitada, 60 minutos)

“An Alternative Method to Determine Effective Channel Length and
Parasitic Series Resistance of LDD MOSFET’s”, Fourth IEEE
International Caracas Conference on Devices, Circuits and
Systems (ICCDCS2002), Aruba, Antillas Holandesas, abril 17
2002.

(Conferencia simultanea, 20 minutos)

“Consequence of the Coupled Variables in Homotopic Simulation
of Nonlinear Resistive Circuits”, Fourth IEEE International Caracas
Conference on Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2002),
Aruba, Antillas Holandesas, abril 18 2002.

(Conferencia simultanea, 20 minutos)

“‘Engineering Education in Latin America needs to be Thoroughly
Overhauled” Fourth IEEE International Caracas Conference on
Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2002), Aruba, Antillas
Holandesas, abril 18 2002.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 150 minutos)

“La Educacion Superior en Puebla: Caracteristicas y Tendencias”
Tercer Congreso de Educacion Superior SEP-Puebla, Cholula,
Puebla, México, abril 26 2002.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 135 minutos)

‘Formando Investigadores” VIII Encuentro Regional de la
Investigacion y Ensefanza de la Fisica, BUAP, Puebla, México,
junio 6 2002.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 150 minutos)

“‘Estado Actual y Perspectivas de los Postgrados en Ingenieria y
Tecnologia en México”, R. Murphy, XVI Congreso Nacional de
Posgrado, Morelia, Michoacan, octubre 22 2002.
(Presentacion en sesion simultanea, 10 minutos)

“‘Estado de la Educacion en Ingenieria y Tecnologia en México”
IEEE Latin-American CAS Tour 2000, INAOE, Tonantzintla,
Puebla, México, noviembre 20 2002.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 150 minutos)



2003

2004

11.050

11.051

11.052

11.053

11.054

11.055

11.056

11.057

11.058

“On the State of Electronic Engineering Education in Mexico”, R.
Murphy, Ibero American Summit on Engineering Education, Sao
José dos Campos, Brasil, Marzo 25 2003.

(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“¢Es el Futuro la Especializacion?” Tercer Simposio Nacional La
Optica en la Industria, INAOE, Tonantzintla, Puebla, México, julio
11 2003.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 120 minutos)

‘Laboratorios Remotos para la Educacion a Distancia en
Electrénica”, 4to. Congreso Internacional de Educacion Superior
(UNIVERSIDAD 2004), La Habana, Cuba, febrero 6 2004.
(Participacion en sesion simultanea, 15 minutos)

“Formacion de Posgrado en Microelectronica y Microtecnologias,
¢(Es Viable Compartir Recursos?”, X Workshop Iberchip,
Cartagena, Colombia, marzo 12 2004.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 105 minutos)

“‘Disefio de Antenas”, VI Congreso Nacional de Sistemas
Computacionales, Universidad Cuauhtémoc, Abril 28, 2004.
(Participacion invitada en Sesidn Plenaria, 60 minutos)

‘CEITEC and the Latin American Microelectronics Market
Development”, Seminario Desafios da Microeletronica: o papel do
CEITEC, Porto Alegre, Brasil, junio 1, 2004.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 120 minutos)

“Straightforward Determination of Small-Signal Model Parameters
for Bulk RF-MOSFETs”, Fifth IEEE International Caracas
Conference on Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2004),
Punta Cana, Republica Dominicana, noviembre 3 2004.
(Participacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“Linearity in Two Optical Receiver Structures for High-Frequency
Applications”, Fifth IEEE International Caracas Conference on
Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2004), Punta Cana,
Republica Dominicana, noviembre 4 2004.

(Participacion en sesion simultanea, 20 minutos)

‘Effects of the Low Temperature Annealing on the Transport
Mechanisms in n-type a-SiGe:H/p-type c-Silicon Heterojunctions”,
Fifth IEEE International Caracas Conference on Devices, Circuits
and Systems (ICCDCS2004), Punta Cana, Republica Dominicana,
noviembre 4 2004.

(Participacion en sesion simultanea, 20 minutos)
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11.061

11.062

11.063

11.064

11.065

11.066
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11.068

‘Estado de los Programas de Postgrado en Ingenieria y
Tecnologia en México”, Foro Nacional Sobre el Sistema de
Educacién Superior, Pachuca, Hidalgo, México, octubre 11 2005.
(Participacion en sesion simultanea, 20 minutos)

‘Estado de los Programas de Postgrado en Ingenieria y
Tecnologia en México”, Foro Nacional Sobre el Sistema de
Educacién Superior, México D.F., México, febrero 27 2006.
(Participacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“Nuevos Escenarios para el Posgrado”, XX| Congreso Nacional de
Posgrado, Guadalajara, Jalisco, México, Noviembre 22, 2007.
(Participacion invitada en Mesa Redonda, 90 minutos)

“Perspectivas de Desarrollo de Jbévenes Investigadores en el
Pais”, VII Taller Nacional de Estudiantes de Posgrado de Fisica y
Ciencia de Materiales, Puebla, Puebla, 13 de marzo 2008.
(Participacion invitada en Mesa Redonda, 120 minutos)

“‘Modelado del Transistor MOS para Aplicaciones en Altas
Frecuencias”, Universidad Simon Bolivar, Caracas, Venezuela, 19
de junio de 2008.

(Participacion invitada en Sesion Plenaria, 100 minutos)

“‘Metamaterial-Mems Reconfigurable Transmission Line”, 2009
International Iberchip Workshop (IWS2009), Buenos Aires,
Argentina, marzo 27 2009.

(Participacion en sesion simultanea, 15 minutos)

“El Estado y Perspectivas de la Investigacion en la Universidad
Pudblica”, Primer Foro de Resultados de Investigacion, Universidad
Autonoma de Ciudad Juarez, Ciudad Juarez, Chihuahua, México,
agosto 28 2009.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 120 minutos)

“‘El Estado Actual y Perspectivas del Postgrado en México”,
Universidad Auténoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria,
Tamaulipas, México, marzo 17 2010.

(Participacion invitada en Sesidn Plenaria, 90 minutos)

“Una Vision del Postgrado en México”, Centro de Investigaciones
Biologicas del Noroeste, La Paz, Baja California Sur, México, abril
21 2010.

(Participacion invitada en Sesidn Plenaria, 60 minutos)

“‘El Estado Actual y Perspectivas del Postgrado en México”,
Universidad Auténoma de Baja California Sur, La Paz, Baja
California Sur, México, abril 21 2010.

(Participacion invitada en Sesidn Plenaria, 60 minutos)
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11.071

11.072

11.073

11.074

11.075

11.076

11.077
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“La Importancia de los Medios de Comunicacién Modernos en el
Posgrado”, Universidad Auténoma del Estado de Hidalgo,
Pachuca, México, mayo 20 2010.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 90 minutos)

“El impacto de la investigacion educativa en el quehacer de las
IES”, Instituto Politécnico Nacional, México, D.F., México, mayo 28
2010.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 120 minutos)

“‘Evaluando Resultados de los Programas de Apoyo a Becas de
Posgrado”, México, D.F., México, junio 24, 2010.
(Participacion invitada en Mesa Redonda, 150 minutos)

“Electrénica de Altas Frecuencias”, Instituto Tecnoldgico Superior
de Atlixco, Puebla, México, octubre 18, 2010.
(Conferencia Magistral Invitada, 60 minutos)

‘High Frequency Measurements: The Basics”, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianopolis, Brasil, 16 de mayo de
2011.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

“El PNPC y Paradigmas de Calidad del Posgrado”, Guanajuato,
Guanajuato, México, septiembre 22, 2011.
(Participacion invitada en Mesa Redonda, 150 minutos)

‘La Ingenieria en América Latina: Situaciéon y Retos”, Bogota
Colombia, agosto 15, 2012.
(Participacion invitada en Sesidn Plenaria, 60 minutos)

‘La Situacion de la Ingenieria en América Latina”, Congreso
Nacional de Posgrado, Morelia, Michoacan, México, septiembre
27, 2012.

(Participacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“ISTEC’s Impact on the Development of Science and Technology
Education in Latin America”, World Engineering Education Forum
(WEEF 2012), Buenos Aires, Argentina, octubre 17, 2012.
(Participacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“‘Overhauling Engineering Education in Latin America”, World
Engineering Education Forum (WEEF 2012), Buenos Aires,
Argentina, octubre 18, 2012.

(Participacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“‘Design Considerations for Integrated Antennas used in High
Frequency Applications”, R. Murphy, XIX International IBERCHIP
Workshop, Cusco, Peru, febrero 27 2013.

(Participacion en sesion simultanea, 20 minutos)
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11.086

11.087
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“Tendencias Actuales y Vision de la Investigacion en México”, R.
Murphy, 6to Coloquio Interdisciplinario de Doctorado, Universidad
Popular Autbnoma del Estado de Puebla, junio 27, 2013.
(Participacion invitada en Sesidn Plenaria, 60 minutos)

“‘Relevancia de la Educacion en Ingenieria para el Desarrollo de
América Latina”, R. Murphy, International Engineering Seminar,
Universidad San Gil, Colombia, septiembre 17, 2013, El Yopal,
Casanare, Colombia; 19 de septiembre de 2013, San Gil,
Santander, Colombia.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

“Engineering Education for Development”, R. Murphy, International
Engineering Seminar, Universidad San Gil, Colombia, septiembre
17, 2013, El Yopal, Casanare, Colombia; 19 de septiembre de
2013, San Gil, Santander, Colombia.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 90 minutos)

‘Antenas Integradas”, R. Murphy, International Engineering
Seminar, Universidad San Gil, Colombia, septiembre 18, 2013, El
Yopal, Casanare, Colombia; 20 de septiembre de 2013, San Gil,
Santander, Colombia.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

“‘Understanding the Properties of RF-MOSFETs Using the Smith
Chart”, R. Murphy, World Engineering Education Forum (WEEF
2013), Cartagena, Colombia, septiembre 25, 2013.

(Participacion en sesion simultanea, 20 minutos)

‘Relationship  with the Environment: Innovation  and
Entrepreneurship”, R. Murphy, World Engineering Education
Forum (WEEF 2013), Cartagena, Colombia, septiembre 26, 2013.
(Participacion invitada en Mesa Redonda, 60 minutos)

“‘Antenas Integradas”, R. Murphy, Universidad Veracruzana,
Veracruz, Veracruz, México, octubre 31, 2014.
(Conferencia magistral invitada, 90 minutos)

“Characterization of Semiconductor Devices in the High-
Frequency Regime”, R. Murphy, IEEE Latin American Symposium
on Circuits and Systems (LASCAS 2015), Montevideo, Uruguay,
febrero 25, 2015.

(Curso Tutorial, 180 minutos)

‘A Bird’s-eye View of Microwave R&D in Latin America”, R.
Murphy, IEEE International Microwave Symposium (IMS 2015),
Phoenix, Arizona, EUA, mayo 21, 2015.

(Participacion en sesion simultanea, 10 minutos)
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11.092
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11.094

11.095

11.096

11.097

“La Investigacion en México, Realidad y Perspectiva”, R. Murphy,
Tercer Encuentro de Jévenes Investigadores, Universidad de
Colima, octubre 16, 2015.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

“Sensores para Aplicaciones Bio-Médicas”, R. Murphy, Coloquio
de la Sociedad de Dispositivos Electronicos de IEEE, Universidad
Javeriana, Bogota, Colombia, octubre 20, 2015.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

“Sensores para Aplicaciones Bio-Médicas”, R. Murphy, Cuarto
Congreso Internacional de Instrumentacion, Control 'y
Telecomunicaciones y Primer Congreso Internacional en Disefio,
Fabricacion y Nuevos Materiales, Universidad Santo Tomas,
Tunja, Colombia, octubre 22, 2015.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

“‘Disefio de Antenas”, R. Murphy, Cuarto Congreso Internacional
de Instrumentacién, Control y Telecomunicaciones y Primer
Congreso Internacional en Disefio, Fabricacion y Nuevos
Materiales, Universidad Santo Tomas, Tunja, Colombia, octubre
23, 2015.

(Curso tutorial, 270 minutos)

‘La Necesidad de Fomentar la Investigacion de Alto Impacto en
América Latina”, R. Murphy, Tercer Encuentro Grupos de
Investigacion, Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
Bogota, Colombia, noviembre 18, 2015.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

“‘Sensores para Aplicaciones Bio-Médicas”, R. Murphy, XXVI
Simposium Internacional Tecnotronica, Instituto Tecnoldgico de
Morelia, Morelia, Michoacan, México, abril 21, 2016.

(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

“Characterization of the MOS Transistor in the High-Frequency
Regime”, R. Murphy, Universidade Federal do Santa Maria, Brasil,
mayo 9, 2016.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

“Characterization of the MOS Transistor in the High-Frequency
Regime”, R. Murphy, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Brasil, mayo 12, 2016.

(Conferencia Magistral invitada, 75 minutos)

‘“An Overview of RF and Microwave Engineering Research
Collaboration between Latin America and the Rest of the World”,
R. Murphy, 46" European Microwave Conference (EUMWC 2016),
Londres, Inglaterra, octubre 6, 2016.

(Participacion en sesion simultanea, 20 minutos)
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2018
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11.099

11.100

11.101

11.102

11.103

11.104

11.105

11.106

11.107

“A Versatile, CMOS Compatible, Integrated Antenna for Millimeter-
Wave Applications”, R. Murphy, 2017 Latin American Symposium
on Circuits and Systems (LASCAS 2017), Bariloche, Argentina,
febrero 22, 2017.

(Participacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“The Global Impact of Electrical and Computer Engineering in
Society. Case in Point: Latin America”, R. Murphy, Conferencia
ECEDHA 2017, Miramar Beach, Florida, EUA, marzo 18, 2017.
(Participacion invitada en Mesa Redonda, 90 minutos)

“‘Panorama General del uso de Sensores para Aplicaciones en los
Campos de la Salud”, R. Murphy, UPAEP, Puebla, abril 6, 2017.
(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

“Importancia del Trabajo Cientifico”, R. Murphy, INAOE, Puebla,
mayo 11, 2017.
(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

‘Antenas para Comunicaciones Inalambricas y Otras
Aplicaciones”, R. Murphy, UPAEP, Puebla, junio 30, 2017.
(Conferencia Magistral invitada, 30 minutos)

‘Antenas en Circuitos Integrados”, R. Murphy, Universidad de
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, agosto 23, 2017.
(Conferencia Magistral, 60 minutos)

“‘Antenas Integradas”, R. Murphy, Universidad Iberoamericana
Puebla, octubre 5, 2017.
(Conferencia Magistral, 60 minutos)

“High Frequency Device Characterisation Laboratory at the
“Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica (INAOE)”,
Tonantzintla, Puebla, México”, R. Murphy, 48" European
Microwave Conference, Madrid, Espana, septiembre 26, 2018.
(Participacion invitada en sesion simultanea, 20 minutos)

“Panorama de la Investigacion Cientifica en América Latina”, R.
Murphy, Congreso Internacional “La Influencia de la Tecnologia en
las Comunidades del Conocimiento”, La Paz, Bolivia, octubre 12,
2018.

(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

‘Some  Considerations Regarding the Modeling and
Characterization of Bulk CMOS Devices for High-Frequency
Applications”, R. Murphy, 2018 IEEE 13™ Nanotechnology
Materials and Devices Conference (NMDC), Portland, Oregon,
EUA, octubre 15, 2018.

(Participacion invitada en sesion simultanea, 30 minutos)
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2019

11.108

11.109

11.110

11.111

11.112

“‘Antenas Integradas: Pasado, Presente y Futuro”, R. Murphy,
Conferencista Distinguido EDS, Universidad Pontificia Bolivariana,
Medellin, Colombia, octubre 18, 2018.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

‘Integrated Antennas: Past, Present and Future”, R. Murphy,
Workshop on Engineering Applications (WEA'18), Medellin,
Colombia, octubre 18, 2018.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

‘Integrated Antennas: Past, Present and Future”, R. Murphy,
National Micro and Nanoelectronics Conference (nano MX 2018),
Puebla, México, octubre 26, 2018.

(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

‘Fundamental Aspects of CMOS RF Modeling and
Characteriztion”, R. Murphy, Hyderabad EDS Mini Colloquium,
Hyderabad, India, febrero 24, 2019.

(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

“Characterization of Semiconductor Devices in the High-
Frequency Regime”, R. Murphy, MOS-AK India 2019, Hyderabad,
India, febrero 25, 2019.

(Curso Tutorial, 180 minutos)
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12.008
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A Trabajo No. 10.02 En: Tesis de Maestria, Sotero Fuentes,
INAOE, pp. 72, 1990.

A Trabajo No. 10.02 En: Tesis de Maestria, Federico
Sandoval, INAOE, pp. 16. 1991.

A Trabajo No. 8.02 En: “Circuito Integrado para la
Caracterizacion de Materiales, Procesos y Dispositivos”, J. De la
Hidalga, M. Linares, P. Peykov, Memoria del congreso ELECTRO-
91, pp. 797, 1991.

A Trabajo No. 6.004 En: “Circuito Integrado para Ila
Caracterizacion de Materiales, Procesos y Dispositivos”, J. De la
Hidalga, M. Linares, P. Peykov, Memoria del congreso ELECTRO-
91, pp- 800, 1991.

A Trabajo No. 10.02 En: “Disefio de Circuitos Integrados
Utilizando La Biblioteca de Celdas Estandar Digitales y el Proceso
ECMOS 1", S. Fuentes, T. Flores, T. Ledn, M. Aceves, J.
Palomino, Reporte Técnico # 130, INAOE, 1991., pp. 66.

A Trabajo No. 10.02 En: “Circuito Sumador Completo MOS:
Una Revisidén”, F. Sandoval, A. Juarez, Memoria del IV Congreso
Internacional de Electronica y Comunicaciones, CONIELECOMP
UDLA’93, Universidad de las Américas, Puebla. Abril de 1993, pp.
460.

A Trabajo No. 6.014 En: “Performance and Reliability
Aspects of FOND: A New Deep Submicron CMOS Device
Concept”, R. Bellens, G. Van den bosch, J.P. Miéville, G.
Badenes, A. Clerix, G. Groeseneken, L. Deferm, H. Maes, IEEE
Transactions on Electron Devices, Vol. 43, No. 9, septiembre
1996, pp. 1407-1415.

A Trabajo No. 5.06 En: “Letters to the Editor”, Noel Artiles-
Ledn, Quality Engineering, Vol. 9, No. 1, marzo 1997, pp. xi-xii.

A Trabajo No. 6.014 En: “A Comprehensive Closed-Form
Model for the Quantized Accumulation Layer in MOS Structures”,
V. Kol'dyaev, G. Van Den Bosch, L. Deferm, Solid State
Electronics, Vol. 42, No. 1, enero 1998, pp. 50.

A Trabajo No. 10.03 En: “Design for High-Frequency
Integrated Circuits Using CMOS and BiCMOS Technologies”, Ma.
Flora Carreto Castro, Tesis Doctoral, INAOE, febrero 1998, pp. 53,
54, 56, 60, 61, 62.
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A Trabajo No. 6.014 En: “A Possible Mechanism for
Reconciling Large Gate-Drain Overlap Capacitance with a Small
Difference Between Polysilicon Gate Length and Effective Channel
Length in an Advanced Technology PFET”, R. Young, L. Su, M.
leong, S. Kapur, IEEE Electron Device Letters, Vol. 19, No. 7, julio
1998, pp. 234.

A Trabajo No. 10.03 En: “Low Temperature Electronics:
Physics, Devices, Circuits and Applications”, E. Gutiérrez, M.J.
Deen, C. Claeys (editores), Academic Press, San Diego, California
EUA, 2000, pp. 119, 128.

A Trabajo No. 6.018 En: “Low Temperature Electronics:
Physics, Devices, Circuits and Applications”, E. Gutiérrez, M.J.
Deen, C. Claeys (editores), Academic Press, San Diego, California
EUA, 2000, pp. 140.

A Trabajo No. 10.04 En: “El Memristor como Elemento
Basico de Circuito”, R. Enriquez, A. Gallardo, Memoria del XV
Congreso de Instrumentacion SOMI XV, Trabajo ELE-15, pp. 2.

A Trabajo No. 5.07 En: “1.7 GHz Bipolar Optoelectronic
Receiver Using Conventional 0.8um BiCMOS Process”, G.
Halkias, N. Haralabidis, E.D. Kyriakis-Bitzaros, S. Katsafouros,
Memoria del IEEE International Symposium on Circuits and
Systems ISCAS 2000, mayo 2000, pp. V-417.

A Trabajo No. 6.014 En:  “Novel Techniques for Data
Retention and Leff Measurements in Two Bit MicroFlash Memory
Cells”, Y. Roizin, A. Yankelevich, Y. Netzer, Memoria de la AIP
Conference on Characterization and Metrology for ULSI
Technology 2000, junio 2000, pp. 182.

A Trabajo No. 5.07 En: “Design of a 1.8GHz Low-Noise

Amplifier for RF Front-End in a 0.8um CMOS Technology”, S.
Park, W. Kim, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol.
47, No. 1, febrero 2001, pp. 10-15.

A Trabajo No. 10.04 En: “Fabricacion y Caracterizacion de
Guias de Onda Coplanares en Silicio con SiO, y SRO con Ry=20

y 307, M. Herrera, Tesis de Maestria, INAOE, 2001, pp. 34.

A Trabajo No. 10.04 En: “Fabricacion y Caracterizacion de
Guias de Onda Coplanares en Silicio con SiO, y SRO con Ry=10

y 20”7, L.E. Sanchez, Tesis de Maestria, INAOE, 2001, pp. 25.
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A Trabajo No. 5.07 En: “Etude et réalisation de circuits
convoyers de courant de second génération en technologie
BiCMOS. Application a I'amplification RF réglable”, F. Seguin,
Tesis Doctoral, Universidad de Burdeos, Francia, diciembre 14
2001, pp. 226-227.

A Trabajo No. 10.03 En: “Andlisis de Circuitos con
CADENCE PSpice”, David Baez Lopez, Alfaomega Grupo Editor,
México DF, 2002, ISBN 970-15-0780-0, pp. 104.

A Trabajo No. 5.07 En: “Complementary VHF CMOS Active
Inductor”, A. Thanachayanont, S.S. Ngow, Memoria del ITC-CSCC
2002, julio 2002, pp. 345.

A Trabajo No. 5.07 En: “Class AB VHF CMOS Active
Inductor”, A. Thanachayanont, S.S. Ngow, Memoria del IEEE
Midwest Symposium on Circuits and Systems MWSCAS 2002,
agosto 2002, Vol. |, pp. 64-67.

A Trabajo No. 5.07 En: “Low Voltage High-Q VHF CMOS
Transistor-Only Active Inductor”, A. Thanachayanont, S.S. Ngow,
Memoria del IEEE Midwest Symposium on Circuits and Systems
MWSCAS 2002, agosto 2002, Vol. lll, pp. 552-555.

A Trabajo No. 6.014 En: “A New Physical Modeling of
Parasitic Capacitances of Deep-Submicron LDD MOSFETs”, F.
Prégaldiny, C. Lallement, D. Mathiot, Memoria Técnica de 2002
European Solid State Device Research Conference (ESSDERC
2002), septiembre 2002, pp. 1-4.

A Trabajo No. 5.07 En: “CMOS Transistor-Only Active
Inductor for IF/RF Applications”, A. Thanachayanont, Memoria del
IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT
2002), Vol. 2, diciembre 2002, pp. 1209-1212.

A Trabajo No. 6.014 En: “A Simple Efficient Model of
Parasitic Capacitances of Deep-Submicron LDD MOSFETS”,
Prégaldiny, F., Lallement, C., Mathiot, D., Solid-State Electronics,
Vol. 46, No. 12, diciembre 2002, pp. 2191-2198.

A Trabajo No. 5.07 En: “Single Chip 1.8 GHz Band Pass
LNA with Temperature Self-Compensation”, D. Zito, L. Fanucci, B.
Neri, S. Di Pascoli, G. Scandurra, Memoria Técnica del
International Symposium on Signals, Circuits and Systems 2003
(SCS 2003), Vol. 1., julio 2003 pp. 121-124.

A Trabajo No. 10.06 En: “Charge Trapping Phenomenon in
AlI/SRO/AI on Si Structure by Lateral Electrical Stress”, Z. Yu, M.
Aceves, Superficies y Vacio, Vol. 16, No. 4, diciembre 2003, pp.
25-29.
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A Trabajo No. 5.10 En: “Inter- and Intra-Chip Wireless
Interconnection”, L. Xuejun, Tesis de Licenciatura, Nanyang
Technological University, Singapur, diciembre 2003, pp. 1-126.

A Trabajo No. 6.014 En: “Etude et modélisation du
comportement électrique des transistors MOS fortement
submicroniques”, Prégaldiny, F., Tesis de Doctorado, Université
Louis Pasteur, Strasburgo, Francia, diciembre 2003, pp. 1-199.

A Trabajo No. 5.07 En: “A Gain-Controllable Wide-Band
Low-Noise Amplifier in Low-Cost 0.8-um Si BICMOS Technology”,
F. Seguin, B. Godara, F. Alicalapa, A. Fabre, IEEE Transactions
on Microwave Theory and Techniques, Vol. 52, No. 1, enero 2004,
pp. 158.

A Trabajo No. 6.037 En: “Design of Silicon-Based
Suspended Inductors for UHF Applications”, F. Sandoval, L.
Flores, Memoria del XIV Congreso Internacional de Electronica,
Comunicaciones y Computadoras (CONIELECOMP 04), febrero
2004, pp. 228-234.

A Trabajo No. 6.037 En: “Technological Considerations for
Designing Bulkless Inductors for High-Frequency Applications”, F.
Sandoval, L. Flores, Memoria del X Workshop Internacional
Iberchip, marzo 2004, pp. 186-193.

A Trabajo No. 5.10 En: “Small-Signal Modeling of RF
CMOS”, Tesis Doctoral, Jaejune Jang, Stanford University, agosto
2004.

A Trabajo No. 5.12 En: “Response to Comments on “A
Direct Extraction Technique for a Small-Signal MOSFET
Equivalent Circuit with Substrate Parameters™, S. Lee, Microwave
and Optical Technology Letters, Vol. 43, No. 3, septiembre 2004,

pp. 269.

A Trabajo No. 5.10 En:  “Analysis of Effective Gate
Resistance Characteristics in Nano-Scale MOSFET for RFIC?,
H.S. Yun, S. Lim, J.H. Ahn, H.D. Lee, Journal of the Institute of
Electronics Engineers of Korea, SD, Semiconductors and Devices,
Vol. 41, No. 11, noviembre 2004, pp. 965-970.

A Trabajo No. 6.046 En: “Effects of Technology and
Dimensional Scaling on Input Loss Prediction of RF MOSFETSs”, T.
Das, C. Washburn, P.R. Mukund, S. Howard, K. Paradis, J.G.
Jang, J. Kolnik, J. Burleson, Memoria Técnica de 18™ International
IEEE Conference on VLSI Design, enero 2005, pp. 295-300.
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A Trabajo No. 5.11 En: “Simulation of the Contribution of
Magnetic Films on Planar Inductors Characteristics”, E. Gamet,
J.P. Chatelon, T. Rouiller, B. Bayard, G. Noyel, J. Rousseau,
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 288, marzo
2005, pp. 121-129.

A Trabajo No. 6.046 En: “Accurate Performance Prediction
of Multi-GHz CML with Data Run-Length Variations”, S.R. Bandi,
C. Washburn, P.R. Mukund, J. Kolnik, M. Liu, K. Paradis, S.
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Gep.20:H Amorphous Films”, B.A. Najafov, Ukranian Journal of
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A Trabajo No. 10.06 En: “Study of Carrier Transport
Mechanisms in Au/(Si/SiO2)/p-Si Structure”, K.B. Zhang, S.Y. Ma,
Electronic Components & Materials, Vol. 24, No. 7, julio 2005, pp.
56-60.

A Trabajo No. 5.12 En: “An Analytical Parameter Extraction
of the Small-Signal Model for RF MOSFETs”, Y.S. Chi, J.X. Lu,
S.Y. Zhang, Z.J. Wu, F.Y. Huang, Memoria Técnica del 2005 IEEE
Conference on Electron Devices and Solid-State Circuits, China,
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A Trabajo No. 5.10 En: “Characterization and Modeling for
0.13um RF MOSFETs”, C. Yusong, H. Fengyi, W. Zhongjie, Z.
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A Trabajo No. 5.10 En: “Fabrication of T-Shaped Gate
Diamond Metal-Insulator-Semiconductor Field Effect Transistors”,
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1989

1990

1991
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13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

13.1.7
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13.1.10

13.1.11
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Agosto-diciembre 1987
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Agosto-diciembre 1987
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Universidad de las Américas,
Enero-mayo 1988
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Agosto-diciembre 1989
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Enero-mayo 1990
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Cholula, Puebla
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Cholula, Puebla

Cholula, Puebla
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Enero-mayo 1991

“Teoria Electromagnética I”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1991
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Universidad de las Américas,
Enero-mayo 1997

“Electrénica II”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 1997
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“Antenas”
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“Teoria Electromagnética”
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“Teoria Electromagnética”
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Universidad de las Américas,
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“Teoria Electromagnética”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 2000

“Antenas”

Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2001
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Agosto-diciembre 2002
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Universidad de las Américas,
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Agosto-diciembre 2003
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‘Lineas de Transmision y Antenas”

Universidad de las Américas,
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‘Lineas de Transmision y Antenas”

Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 2005.

Cholula, Puebla

‘Lineas de Transmision y Antenas”

Universidad de las Américas,
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Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 2006.

—70—

Cholula, Puebla



2007

13.1.36

13.1.37

‘Lineas de Transmision y Antenas”
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INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 1989

‘Modelado de Dispositivos Semiconductores y Circuitos

Integrados”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-agosto 1989

“Caracterizacion y Optimizacién de Circuitos Integrados”
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Agosto-diciembre 1989

(Co-impartido por Ménico Linares)

“Fisica Electronica”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 1989

“Fisica del Estado Soélido”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1990

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 1990

“Electromagnetismo”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1991

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 1991

“Dispositivos Electronicos”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 1991

“Fisica de Dispositivos Semiconductores”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1992
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“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 1992

“Dispositivos Electronicos”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 1992

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1993

“Fisica” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1994
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INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1996

“Fisica” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1996
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INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1997

“‘Modelado de Dispositivos Semiconductores”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Agosto-Diciembre 1997

(Co-impartido con Edmundo Gutiérrez y Alfonso Torres)

“Fisica de Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1998

“Fisica” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1998
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INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1999

“Fisica y Modelado del Transistor MOS”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
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“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 2000

“Fisica y Modelado del Transistor MOS”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Agosto-diciembre 2000

“Fisica y Modelado de Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Agosto-diciembre 2000

“Fisica de Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 2001

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 2001

“Fisica y Modelado del Transistor MOS”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2001

“Fisica de Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 2002

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 2002
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Circuitos Integrados”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 2002.
(Co-impartido por Alfonso Torres)

13.2.37 “Fisica General”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2002

2003 13.2.38 “Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-agosto 2003

13.2.39 “Dispositivos Electronicos”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2003

2004 13.2.40 “Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-julio 2004

2005 13.2.41 “Medicion, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 2005.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

13.2.42 “Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-julio 2005.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

13.2.43 “Fisica y Modelado del Transistor MOS”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2005.

2006 13.2.44 “Medicion, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 2006.

13.2.45 “Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-julio 2006.

13.2.46 “‘Métodos Matematicos” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-julio 2006.
(Co-impartido por los Dres. Soto, Ramirez y Pedraza)
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2007

2008

2009
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13.2.48

13.2.49

13.2.50

13.2.51

13.2.52

13.2.53

13.2.54

13.2.55

“Fisica y Modelado de Transistores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2006.
(Co-impartido por Pedro Rosales)

“Medicién, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-mayo 2007.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-julio 2007.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2007.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Medicién, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-mayo 2008.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Fisica y Modelado del Transistor MOS”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 2008.

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-julio 2008.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2008.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Medicién, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-mayo 2009.

(Co-impartido por Reydezel Torres)
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2011

13.2.56

13.2.57

13.2.58

13.2.59

13.2.60

13.2.61

13.2.62

13.2.63

13.2.64

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-julio 2009.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2009.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Medicién, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-abril 2010.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-julio 2010.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2010.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Medicién, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-abril 2011.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-julio 2011.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2011.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

‘Fundamentos de Electrodinamica para el Rango de Microondas”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2010.
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2013

2014

13.2.65

13.2.66

13.2.67

13.2.68

13.2.69

13.2.70

13.2.71

13.2.72

13.2.73

13.2.74

“Medicién, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-abril 2012.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-julio 2012.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Dispositivos de Microondas”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 2012.

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2012.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Medicién, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-mayo 2013.

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-junio 2013.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2013.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Dispositivos de Microondas”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2013.

“Medicién, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-mayo 2014.

“Medicién, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-julio 2014.
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“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Agosto-diciembre 2014.

(Co-impartido por Reydezel Torres y Peter Halevi)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Agosto-diciembre 2015.

(Co-impartido por Reydezel Torres y Peter Halevi)

“Antenas”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2015.

“‘Métodos Matematicos”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-julio 2016.

(Co-impartido por Reydezel Torres y Rogerio Enriquez)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Agosto-diciembre 2016.

(Co-impartido por Reydezel Torres y Peter Halevi)

“Fisica”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2016.

‘Lineas de Transmisioén, Guias de Onda y Antenas”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-Mayo 2017.

“‘Métodos Matematicos”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 2017.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Fisica”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2017.

‘Lineas de Transmisioén, Guias de Onda y Antenas”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-Mayo 2018.
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INAOE, Tonantzintla, Puebla
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(Co-impartido por Luis Hernandez)

—79—



13.2.86 “Medicién, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 2018.

2019 13.2.87 “Medicion, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 2019.

—80—



14.- TESIS DIRIGIDAS

Doctorado:

2000 14.1.1 “‘Analisis, Modelado y Disefio de una Estructura Split-Drain
MAGFET bajo Condiciones de Operacion a 77 y 300K”, Pedro J.
Garcia Ramirez. INAOE, agosto 24 2000. (Co-director:
Edmundo Gutiérrez).

2003 14.1.2 “Small Signal Modeling of Bulk MOSFETs for High Frequency
Applications”, Reydezel Torres Torres. INAOE, diciembre 15
2003.

2004 14.1.3 “Transistor Bipolar de Heterounion con Emisor Amorfo Compatible
con la Tecnologia CMOS”, Pedro Rosales Quintero. INAOE,
noviembre 15 2004. (Co-director: Alfonso Torres).

2008 14.1.4 “‘Modelado de la Inductancia Propia para Interconexiones en
Silicio”, Jesus Huerta Chua. INAOE, diciembre 19, 2008.

2010 14.1.5 “‘Modeling and Design of Split-Drain MAGFETs and Possible
Applications in Integrated Circuit Test’, Gerard Franz Santillan
Quifionez. INAOE, julio 15, 2010. (Co-Director: Victor Champac).

2011 14.1.6 “‘Reconfigurable Microwave Circuits”, Georgina Guadalupe Rosas
Guevara. INAOE, julio 14, 2011. (Co-Director: Wilfrido Moreno).

2013 14.1.7 “Development of Methodologies for Characterization and Modeling
of Devices for High Frequency Applications From Small-Signal S-
Parameters”, German Andrés Alvarez Botero. INAOE, agosto 16,
2013. (Co-Director: Reydezel Torres).

2016 14.1.8 “‘Antennas for Millimeter-Wave Applications”, Luz Karine Sandoval
Granados. INAOE, junio 27, 2016.

14.1.9 “‘Study of the MOS Transistor for Applications in RF Circuits”,
Fabian Zarate Rincén. INAOE, agosto 26, 2016. (Co-Director:
Reydezel Torres).
Maestria:
1990 14.21 “‘Determinacion de Funcionalidad de Circuitos Integrados Digitales
CMOS”, Sotero Fuentes, INAOE, octubre 15 1990. (Co-director:
Méonico Linares A.)

1991 14.2.2 “‘Disefio de un Otoéfono en Base a Celdas Basicas Analdgicas
CMOS”, Federico Sandoval, INAOE, mayo 23 1991.

—81—



2000

2001

2002

2003

2005

2009

2011

2012

2016

14.2.3

14.2.4

14.2.5

14.2.6

14.2.7

14.2.8

14.2.9

14.2.10

14.2.11

14.2.12

14.2.13

14.2.14

14.2.15

“‘Método Alternativo para la Determinacion de la Longitud Efectiva
y la Resistencia Serie Fuente/Drenaje en el TMOS LDD”,
Reydezel Torres Torres, INAOE, agosto 9 2000.

“‘Reordenamiento de las Ecuaciones que Emanan de Circuitos no
Lineales para Acelerar la Simulacion Homotopica”, Héctor
Vazquez, INAOE, noviembre 5 2001. (Co-director: Arturo
Sarmiento R.)

“‘Disefio de un Magnetometro para Caracterizacion de Sensores
Magnéticos”, Edilberto Serrano, INAOE, mayo 24 2001.

“Fabricacion 'y Caracterizacion de Inductores Coplanares
Integrados”, Jesus Huerta, INAOE, febrero 22 2002. (Co-
directores: Alejandro Diaz Sanchez, Alfonso Torres Jacome).

“‘Modelado de Componentes Parasitos de Compuerta de un
Transistor MOS LDD”, Lucila Ortega Vargas, INAOE, noviembre
29 2002.

“Disefio, Fabricacion y Caracterizacion de Antenas Integradas’,
Georgina Rosas Guevara, INAOE, septiembre 1 2003.

“‘Modelado de la Interferencia Electromagnética en Lineas de
Interconexion”, Emmanuel Torres Rios, INAOE, octubre 24 2003.

“‘Dos Filosofias Distintas de la Técnica de Calibracion LRL
Multilineas para Eliminar los Errores Sistematicos del Analizador
de Redes Vectorial”’, Juan Alberto Saldivar Morales, INAOE, julio 8
2005. (Co-directores: Ignacio Zaldivar, Apolinar Reynoso).

“‘Modelado y Caracterizacion de MOSFETs Nanométricos
Utilizando Técnicas de Circuito Equivalente”, German Andrés
Alvarez Botero, INAOE, junio 29 2009. (Co-director: Reydezel
Torres).

“‘Disefio de un Sensor de Potencia para RF”, Oscar Addiel Sesefia
Osorio, INAOE, julio 15, 2011.

“Caracterizacion de MOSFETs de Microondas Considerando
Variaciones en el Voltaje de Substrato”, Fabian Zarate Rincén,
INAOE, julio 18, 2012. (Co-director: Reydezel Torres).

“‘Evaluacion de Modelos y Metodologias para Caracterizar el
TMOS en Altas Frecuencias”, Fabio Alejandro Ruiz Molina,
INAOE, febrero 19, 2016.

“Modelado, Medicion y Caracterizacion de Inductores Integrados”,
José Valdés Rayon, INAOE, febrero 26, 2016. (Co-director:
Reydezel Torres).



2018 14.2.16 “‘Arreglo de Antenas de Microtira para Aplicaciones Satelitales”,
Brian Julian Sanchez Ruiz, INAOE, octubre 4, 2018.

Licenciatura:

1992 14.3.1 ‘Fabricacion y Caracterizacion de Celdas Basicas Digitales
Integradas Metal-Oxido-Semiconductor Complementario (CMOS)”,
Ignacio Zaldivar, UAP, 1992. (Co-directores: Monico Linares A,
Arturo Prieto F.).

2002 14.3.2 ‘E-Magnetic 3D”, Carlos Marin, UDLA, enero 15 2002. (Co-
director: David Baez Lopez).



15.- DIRECCION DE PROYECTOS EXTERNOS

1989-90

1998-99

2000-01

2001-03

2002-04

2009-12

2018-21

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

“Fortalecimiento al Postgrado en Microelectronica en el INAOE”,
proyecto apoyado por el Consejo del Sistema Nacional de
Educacién Tecnologica (COSNET), clave 183.89, co-director:
Monico Linares.

“Caracterizacion de Transistores MOS para Aplicaciones en Alta
Frecuencia”, proyecto de Investigacion Inicial apoyado por el
CONACYT, clave 211290-5-126894A.

“Characterization and Modeling of High-Frequency MOS
Transistors”, proyecto conjunto con el “Interuniversitair Micro-
Elektronica Centrum” (IMEC) en Heverlee, Bélgica.

“Caracterizacion de Componentes Parasitas y Modelado del
Transistor MOS usando Técnicas de Alta Frecuencia”, proyecto
apoyado por el CONACyT, clave 33810-A.

“‘LABDILEIT: Laboratory for Distance Learning based on Internet
Technology”, proyecto dentro del marco del programa Alfa-2 de la
Comunidad Europea.

“Caracterizacion en Altas Frecuencias de Componentes para
Circuitos Integrados CMOS/MEMS”, proyecto apoyado por el
CONACyT, clave 83774-Y.

“Fisica, Modelado y Caracterizacion de Dispositivos y Circuitos

para Comunicaciones Inalambricas”, proyecto apoyado por el
CONACYyT, clave 285199.
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16.-

CURSOS DE EDUCACION CONTINUA

1992

1995

1996

1999

2009

2016

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

“‘Didactica para Estudios de Postgrado”, INAOE, Tonantzintla,
Puebla, México, marzo-abril 1992 (20 horas).

‘Hybrid and Multi-Chip Module Design”, Hughes Aircraft,
California, EUA, diciembre 1992 (40 horas).

“‘Hacia una Definicion de las Aplicaciones para Circuitos de Alta
Frecuencia: Silicio y Compuestos 1lI-V”, INAOE, Tonantzintla,
Puebla, México, diciembre 1995 (20 horas).

“‘Model 360B Network Analyzer User Training Course”, INAOE,
Tonantzintla, Puebla, México, julio 1996 (20 horas).

‘RF I1C Design for Wireless Communication Systems”, Instituto
Federal de Tecnologia de Suiza, Lausanna, Suiza, junio-julio 1999
(30 horas).

‘MEMS SUMMIT V Technology”, Sandia National Laboratories,
Albuquerque, Nuevo México, EUA, diciembre 2009 (20 horas).

‘Fundamentals of Spectrum Analysis”; “Fundamentals of Power
Measurements”; “Fundamentals of Vector Network Analysis”;
“Calibration in Vector Network Analysis”, Rohde & Schwarz,
Londres, Inglaterra, octubre 2016 (6 horas).
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17.- MEMBRESIAS

1992-

2002-a 2018

2004-2007

2004-2008

2004-

2007-2014

2014-to-date

2008-2009

2009-2010

2016-a la fecha

2019-a la fecha

Miembro de IEEE desde mayo 1992 (No. 3107919).
Nombramiento a Senior Member, 16 de febrero de 2002.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1, julio
2002 a diciembre 2018.

Miembro del Consejo Directivo del Iberoamerican Science and
Technology Education Consortium (ISTEC), enero 2004 a junio
2007.

Tesorero del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, A.C.
(COMEPOQ), enero 2004 a mayo 2008.

Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, AC, desde
diciembre 2004.

Presidente del Consejo Directivo del Iberoamerican Science and
Technology Education Consortium (ISTEC), julio 2007 a febrero
2014.

Presidente del Iberoamerican Science and Technology Education
Consortium (ISTEC), febrero 2014 a la fecha.

Vicepresidente del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado,
A.C. (COMEPOQO), mayo 2008 a octubre 2009.

Presidente del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, A.C.
(COMEPO), Octubre 2009 a Octubre 2010.

Miembro de la European Microwave Association, octubre 2016 a
la fecha.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 2, enero
2019 a la fecha.
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18.-

PARTICIPACION EN COMITES ORGANIZADORES DE CONFERENCIAS

1999

2000

2001

2002

2003

Publicity Chair para el Third IEEE International Workshop on
Design of Mixed-Mode Circuits and Applications, Puerto Vallarta,
Jalisco, México, julio 26-28 1999.

Local Arrangements Chair para el Third IEEE International
Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems
(ICCDCS2000), Cancun, Quintana Roo, México, marzo 15-17
2000.

Local Arrangements Chair para el Second IEEE Latin American
Test Workshop, Cancun, Quintana Roo, México, febrero 11-14
2001.

Presidente del Comité Organizador para el Segundo Encuentro
de Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, Noviembre 14-15
2001.

Miembro del International Committee para el Fourth IEEE
International Caracas Conference on Devices, Circuits and
Systems (ICCDCS2002), Aruba, Antillas Holandesas, abril 17-19
2002.

Presidente del Comité Organizador del Primer Taller
Mesoamericano y del Caribe de Biblioteca Digital y Educacion a
Distancia, Tonantzintla, Puebla, México, mayo 15-17 2002.

Presidente del Comité Organizador para el Tercer Encuentro de
Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, Noviembre 14-15
2002.

Coordinador General del Comité Organizador del /EEE Latin
American CAS Tour 2002, Tonantzintla, Puebla, México,
noviembre 18-22 2002.

Co-Presidente del Programa Técnico para el Xlll Congreso
Internacional de Electronica, Comunicaciones y Computadoras
(CONIELECOMP 2003), Cholula, Puebla, México, febrero 24-26
2003.

Coordinador General del Comité Organizador de Ia
Conferencia Internacional de Dispositivos, Circuitos y Sistemas
Veracruz 2003, Boca del Rio, Veracruz, México, junio 25-27 2003.

Presidente del Comité Organizador para el Cuarto Encuentro de

Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 13-14
2003.



2004

2005

2006

Coordinador de Finanzas para el XVIIl Congreso Nacional de
Posgrado, Culiacan, Sinaloa, México, octubre 17-19 2004.

Coordinador Nacional de la Expo-Posgrado durante el XVI//
Congreso Nacional de Posgrado, Culiacan, Sinaloa, México,
octubre 17-19 2004.

Vice-Presidente del Comité Organizador del /V Congreso
Iberoamericano de Sensores (IBERSENSOR 2004), Puebla,
Puebla, México, octubre 27-29 2004.

Miembro del Technical Program Committee para el Fifth IEEE
International Caracas Conference on Devices, Circuits and
Systems (ICCDCS2004), Punta Cana, Republica Dominicana,
noviembre 3-5 2004.

Presidente del Comité Organizador para el Quinto Encuentro de
Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 8-9 2004.

Coordinador General del Comité Organizador del /EEE Latin
American CAS Tour 2004, Boca del Rio, Veracruz, México,
noviembre 17-19 2004.

Miembro del Comité Técnico del X/ Taller Iberchip (IWS-2005),
Salvador de Bahia, Brasil, marzo 28-30, 2005.

Coordinador de Finanzas para el XIX Congreso Nacional de
Posgrado, Puebla, Puebla, México, septiembre 19-21, 2005.

Presidente del Comité Organizador para el Sexto Encuentro de
Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, octubre 27-28 2005.

Miembro del Comité Técnico del XII Taller Iberchip (IWS-2006),
San José, Costa Rica, marzo 22-24, 2006.

General Chair para el Sixth IEEE International Caribbean
Conference on Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2006),
Playa del Carmen, Quintana Roo, México, abril 26-28 2006.

Coordinador de Finanzas para el XX Congreso Nacional de
Posgrado, México, D.F., México, octubre 16-17 2006.

Coordinador General de la Expo-Posgrado durante el XX
Congreso Nacional de Posgrado, México, D.F., México, octubre
16-17 2006.

Miembro del Comité Técnico del Simposio de Metrologia 2006,
Querétaro, Querétaro, octubre 25-27 2006.
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2007

2008

Miembro del Comité Técnico de la 36th ASEE/IEEE Frontiers in
Education Conference, San Diego, California, EUA, octubre 28-31
2006.

Presidente del Comité Organizador para el Séptimo Encuentro
de Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 8 y 9,
2006.

Miembro del Comité Técnico del X!l Taller Iberchip (IWS-2007),
Lima, Peru, marzo 14-16, 2007.

Miembro del Comité Técnico del XVIII European Conference on
Circuit Theory and Design (ECCTD 2007), Sevilla, Espaia, agosto
26-30, 2007.

Miembro del Comité Técnico de la 37th ASEE/IEEE Frontiers in
Education Conference, Milwaukee, Wisconsin, EUA, octubre 10-13
2007.

Presidente del Comité Organizador para el Octavo Encuentro
de Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 8 y 9,
2007.

Coordinador de Finanzas para el XX/ Congreso Nacional de
Posgrado, Guadalajara, Jalisco, México, noviembre 20-23 2007.

Coordinador General de la Expo-Posgrado durante el XX/
Congreso Nacional de Posgrado, Guadalajara, Jalisco, México,
noviembre 20-23, 2007.

Miembro del Comité Técnico del XXII Conference on Design of
Circuits and Integrated Systems (DCIS 07), Sevilla, Espana,
noviembre 21-23, 2007.

Local Arrangements Chair para el Workshop on Frontiers in
Electronics (WOFE 2007), Cozumel, Quintana Roo, Meéxico,
diciembre 15-19 2007.

Local Arrangements Chair para el Ninth IEEE Latin American
Test Workshop, Puebla, Puebla, México, febrero 18-20 2008.

General Co-Chair para el XIV Taller Iberchip (IWS-2008),
Puebla, Puebla, México, febrero 20-22 2008.

Finance and Global Arrangements Chair para la Seventh IEEE
International Caribbean Conference on Devices, Circuits and
Systems (ICCDCS2008), Cancun, Quintana Roo, México, abril 28-
30 2008.
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2009

Miembro del Comité Técnico del Simposio de Metrologia 2008,
Querétaro, Querétaro, octubre 22-24, 2008.

Miembro del Comité Técnico de la 38th ASEE/IEEE Frontiers in
Education Conference, Saratoga Springs, Nueva York, EUA,
octubre 22-25 2008.

Presidente del Comité Organizador para el XX/l Congreso
Nacional de Posgrado, Mérida, Yucatan, octubre 27 a 29, 2008.

Presidente del Comité Organizador para el Noveno Encuentro
de Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 6 y 7,
2008.

Miembro del Comité Técnico del XX/l Conference on Design of
Circuits and Integrated Systems (DCIS 08), Grenoble, Francia,
noviembre 12-14, 2008.

Local Arrangements Chair para el Second Dependable Circuit
Design Conference, Playa del Carmen, Quintana Roo, México,
noviembre 27-28, 2008.

Miembro del Comité Técnico del 2009 International Workshop
Series on Signal Integrity and High-Speed Interconnects
(IMWS2009-R9), Guadalajara, Jalisco, Meéxico, febrero 20-21
2009.

Miembro del Comité Técnico del XV International Workshop
IBERCHIP (IWS 2009), Buenos Aires, Argentina, marzo 25-27
2009.

Miembro del Comité Técnico de la 39th ASEE/IEEE Frontiers in
Education Conference, San Antonio, Texas, EUA, octubre 18-21
20009.

Presidente del Comité Organizador para el XX/l Congreso
Nacional de Posgrado, San Luis Potosi, San Luis Potosi, México,
octubre 12 a 14, 2009.

Vice-Presidente del Comité de Programa para la XVII Asamblea
General del Iberoamerican Science and Technology Education
Consortium, Albuquerque, Nuevo México, EUA, octubre 26-30,
2009.

Presidente del Comité Organizador para el Décimo Encuentro

de Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 5 y 6,
2009.
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2010

2011

2012

Presidente del Comité Local de Organizacién y Presidente de
Finanzas del |EEE Circuits and Systems for Medical and
Environmental Applications Workshop (CASME 09), Mérida,
Yucatan, México, diciembre 14-16, 2009.

Miembro del Comité Técnico del XVI International Workshop
IBERCHIP (IWS 2010), Iguazu, Brasil, febrero 23-25 2010.

Miembro del Comité Técnico de la 40th ASEE/IEEE Frontiers in
Education Conference, Washington, DC, EUA, octubre 27-30
2010.

Presidente del Comité Organizador para el XXIV Congreso
Nacional de Posgrado, Colima, Colima, México, octubre 6 a 8,
2010.

Presidente del Comité Organizador para el Undécimo
Encuentro de Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México,
noviembre 4y 5, 2010.

Presidente del Comité Local de Organizacién y Presidente de
Finanzas del |EEE Circuits and Systems for Medical and
Environmental Applications Workshop (CASME 10), Mérida,
Yucatan, México, diciembre 13-15, 2010.

Presidente del Comité Académico del XVII International
Workshop IBERCHIP (IWS 2011), Bogota, Colombia, febrero 23-
25 2011.

Miembro del Comité Técnico del 12th IEEE Latin American Test
Workshop (LATW 2011), Porto de Galinhas, Brasil, marzo 27-30
2011.

Miembro del Comité Técnico de |la 41st ASEE/IEEE Frontiers in
Education Conference, Rapid City, South Dakota, EUA, octubre
12-15 2011.

Presidente del Comité Local de Organizacién y Presidente de
Finanzas del |EEE Circuits and Systems for Medical and
Environmental Applications Workshop (CASME 12), Mérida,
Yucatan, México, enero 9-10, 2012.

General Co-Chair y Tesorero para el XVIII Taller Iberchip (IWS-
2012), Playa del Carmen, Quintana Roo, México, febrero 29-
Marzo 2 2012.

Tesorero para el Third IEEE Latin American Symposium on

Circuits and Systems (LASCAS 2012), Playa del Carmen,
Quintana Roo, México, febrero 29-Marzo 2 2012.
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2014

2015

2016

Presidente del Comité Local y Tesorero del 13th IEEE Latin
American Test Workshop (LATW 2012), Quito, Ecuador, abril 10-
13 2012.

General Co-Chair para la Design and Test Summer School,
Puebla, Puebla, México, octubre 25y 26, 2012.

Miembro del Comité Técnico del 5" Latin American Symposium
on Circuits and Systems (LASCAS 2014), Santiago, Chile, febrero
25-28, 2014.

Presidente del Comité Global y Tesorero para la XX Asamblea
General del Consorcio Iberoamericano para la Educacion en
Ciencia y Tecnologia (ISTEC), Tonantzintla, Puebla, México,
Marzo 25-28, 2014.

Presidente del Comité Global y Tesorero para la IEEE
International Caribbean Conference on Devices, Circuits and
Systems (ICCDCS 2014), Playa del Carmen, Quintana Roo,
México, abril 2-4, 2014.

Co-Organizador de la Sesién Especial para América Latina en
el marco del IEEE International Microwave Symposium (IMS
2014), Tampa, Florida, EUA, junio 4, 2014.

Presidente del Comité Global y Tesorero para 22" IFIP/IEEE
International Conference on Very Large Scale Integration (VLSI-
SoC 2014), Playa del Carmen, Quintana Roo, México, octubre 6-
8, 2014.

Miembro del Comité Técnico del 6" Latin American Symposium
on Circuits and Systems (LASCAS 2015), Montevideo, Uruguay,
febrero 24-27, 2015.

Co-Organizador de la Sesién Especial para América Latina en
el marco del IEEE International Microwave Symposium (IMS
2015), Phoenix, Arizona, EUA, mayo 21, 2015.

Presidente del Comité Local de la 71" International School on
the Effects of Radiation on Embedded Systems for Space
Applications (SERESSA 2015), Puebla, México, noviembre 30-4
diciembre, 2015.

Miembro del Comité Técnico del 7" Latin American Symposium
on Circuits and Systems (LASCAS 2016), Florianopolis, Brasil,
febrero 28-2 marzo, 2016.

Co-Organizador de la Sesién Especial “Microwaves in the
Americas” en el marco de la European Microwave Conference
(46" EuMC), Londres, Inglaterra, octubre 6, 2016.



2017

2018

2019

Co-Presidente del Comité Técnico de Programa para Latin
American Microwave Conference (LAMC 2016), Puerto Vallarta,
Jalisco, México, diciembre 12-14, 2016.

Miembro del Comité Técnico del 8" Latin American Symposium
on Circuits and Systems (LASCAS 2017), Bariloche, Argentina,
February 20-23, 2017.

Co-Presidente de 2017 International Caribbean Conference on
Devices, Circuits and Systems (ICCDCS 2017), Cozumel,
Quintana Roo, México, junio 5-7, 2017.

Co-Presidente del 2018 Latin American Symposium on Circuits
and Systems, Puerto Vallarta, Jalisco, México, febrero 25-28,
2018.

Miembro del Comité Técnico del 10" Latin American Symposium
on Circuits and Systems (LASCAS 2019), Armenia, Colombia,
febrero 25-27, 2019.

Publications Chair para el 2019 Latin American Symposium on
Circuits and Systems, Armenia, Colombia, febrero 25-27, 2019.
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